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Absolute Grenzwerte Werte Ein-
Symbol Größe SKHI 60 heit
VS Versorgungsspannung primär 18 V
ViH Eingangssignalspannung (HIGH) max VS + 0,3 V
IiH Eingangssignalstrom (HIGH) 0,34 mA

IGon Ausgangsspitzenstrom "EIN" max. 4 A
IGoff Ausgangsspitzenstrom "AUS" 4 A
IoutAVmax Ausgangsstrom Mittelwert + 40 mA
VCE Kollektor-Emitter Spannung ü.d. IGBT 1200 V
dv/dt Spannungsanstiegsgeschwindigkeit

der Sekundär- gg. die Primär- Seite 50 kV/µs
Visol IO Isol. Prüfspannung Ein-/Ausg. (1min.)

Isolationsprüfspannung Version "H4"
2500
4000

V~
V~

Visol12 Isolationsprüfspannung
Ausgang1-Ausgang2 (1min.; Eff-Wert) 1500 V~

Top Betriebstemperatur – 25 ... +  85 °C
Tstg Lagertemperatur – 25 ... +  85 °C

Elektrische Kennwerte Werte Ein-
Symbol Größe SKHI 60 heit
VS Versorgungsspannung Primärseite 15 ±  0,6 V

IS Versorgungsstrom Primärseite max 600 1) mA

ISO Versorgungsstrom Primärs., Leerlauf 150 mA
ViT+ Eingangsschwellenspg. (HIGH) min. 12,9 V
ViT– Eingangsschwellenspg. (LOW) max. 2,1 V
VG(on) "Einschalt-Gatespannung" 15 V
VG(off) "Ausschalt-Gatespannung" 0 V
f Max. Betriebsfrequenz siehe Seite 

B 14 – 95
td(on) io Eingang-Ausg. Einschaltverzugszeit 4,5 µs

td(off) io Eingang-Ausg. Abschaltverzugszeit 1 2) µs
td(err) Fehler Eingang-Ausgangsverzugszeit 1 3) µs

tTD Totzeit der Verriegelung (siehe Fig.6) 3,0 µs
VCEstat Bezugsspannung für die VCE-Über-

wachung 7,0 V

RON Interner Gatewiderst. für "EIN"-Signal 56 4) Ω
ROFF Interner Gatewiderst. f. "AUS"-Signal 47 4) Ω
Cps Koppelkapazität primär/sekundär

"oben"(TOP) o. "unten"(BOTTOM) 9 pF

Css Koppelkapazität sekundär "oben"
(TOP) gg. "unten" (BOTTOM) 8 pF

1) Dieser Wert ist eine Funktion der maximalen Ausgangslastbedingungen,
Einzelheiten siehe Seite B 14 – 99.

2) Siehe auch Fig. 5 + 6
3) Siehe auch Fig. 7
4) Eingestellt für den Betrieb von 50 A-IGBTs.

Für größere Ströme siehe Seite B 14 – 97.

SEMIDRIVER

Leistungstreiberplatine
f. 6 IGBTs oder MOSFETs
SKHI 60, SKHI 60 H4

Merkmale
• 6-fach Treiber für Drehstrom-

Inverter
• Treibt alle SEMIKRON IGBTs mit

VCE bis 1200 V
• Treibt MOSFETs: VDS(on) < 10 V
• CMOS kompatible Eingänge
• Kurzschlußschutz durch VCE-

Überwachung und Abschaltung
• Gegenseit ige Verr iegelung

(Oben "TOP"/Unten "Bottom")
• Isolation durch Trafos (keine Op-

tokoppler)
• VS-Unterspannungsschutz (13V)
• 3 x Fehlerrückmeldekontakte

Typische Anwendungen
• Ansteuertreiber für IGBT und

MOSFET-Module in Drehstrom-
Brückenschaltungen, Umrich-
terantrieben, USV-Anlagen und
Schweißumrichtern

• Gleichspannungszwischenkreis
bis 800 V.

• Hochleistungstreiber auch für
parallelgeschaltete IGBTs
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Fig. 1 Das Blockschaltbild zeigt einen vollständigen 3-Phasen-IGBT-Inverter mit Leistungsteil. Die Ziffern 1-15 beziehen sich auf die Beschreibung in
Abschnitt B.

Blockschaltbild SKHI 60
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Fig. 2 Abmessungen und Anschlußbelegung des SKHI 60.

Einzelheit A: Platz für zusätzliche Gatewiderstände in Parallelschaltung (RGon und RGoff)
Einzelheit B: IDC Vielfach-Steckverbinder für Einzeldraht und Bandkabel mit Isolationsdurchmesser 1,2 - 1,5 mm.

Eingangsberbinder = MKF 13272-6-0-1212 STOCKO.
Ausgangsverbinder = MKF 132274-6-0-1414 STOCKO.
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SEMIDRIVER SKHI 60

Leistungstreiberplatine für 6 IGBTs oder MOSFETs in Drehstrom-Brückenschaltung

Technische Erläuterungen

Anmerkung: Die folgenden Beschreibungen gelten für die
Anwendung des Treibers sowohl für Leistungs-MOSFETs
als auch für IGBTs. Der Kürze halber werden jeweils nur
die IGBTs genannt. Auch die Bezeichnungen Kollektor
und Emitter gelten für IGBTs. Für MOSFETs sind dafür
Drain und Source zu lesen.

A. Eigenschaften und Funktionen des Hybrids

1. Die Treiberschaltung enthält die Pulserzeugung sowie
den Kurzschlußschutz für 6 IGBTs in 3-Phasen-
Brückenschaltung. Werden ein oder mehrere IGBTs
nicht benutzt, so ist der Kollektoranschluß mit dem
entsprechenden Emitteranschluß zu verbinden.

2. Der Kurzschlußschutz wird durch eine Messung der
Kollektor-Emitter-Spannung   ausgelöst,  schaltet
alle IGBTs ab und schaltet den Fehlerausgang "ER-
ROR" auf "Tief" = “Low” < 0,7 V (Isink ≤ 4 mA).

Im Falle eines Kurzschlusses werden alle IGBTs sofort
abgeschaltet. Ein Fehlerspeicher verhindert, daß die
IGBTs erneut eingeschaltet werden. Der Zustand die-
ses Speichers kann auf die Steuerelektronik (Fehler-
signal) zurückgekoppelt werden und wird nur
zurückgesetzt, wenn alle 6 Eingangssignale = Null
sind. Die Fehlersignale werden durch eine Offen-Kol-
lektorstufe am "ERROR"-Anschluß erzeugt. Parallel-
schaltung von Fehlersignal-Ausgängen ist möglich.
VORSICHT: "ERROR"-Anschluß 3 (aktiv "LOW") lie-
fert das Signal der VCE-Überwachung und zusätzlich
den Schaltzustand der Stromversorgungs-Unterspan-
nungsüberwachung.

3. Der Treiber kann auch für 6 Leistungs-MOSFETs in
3-Phasen-Brückenschaltung verwendet werden, vor-
ausgesetzt die Drain-Source-Spannung VDS im Ein-
schaltzustand bleibt unter 10 V.

4. Die IGBTs werden  durch  Anlegen  einer  positiven
Gate-Emitter-Spannung von 15 V eingeschaltet.
Durch Kurzschluß des Gate gegen den Emitter werden
sie ausgeschaltet. Das Gate ist niederohmig gegen
den Emitter kurzgeschlossen, solange der IGBT aus-
geschaltet bleiben muß und solange die Stromversor-
gung vorhanden ist. Bei Ausfall der Stromversorgung
wird das Gate über einen 22 kΩ-Widerstand mit dem
Emitter verbunden. 

5. Der Treiber enthält auch eine Hilfsstromversorgung
mit Potentialtrennung (DC/DC-Wandler) zur Erzeu-
gung der Ansteuerleistung für die Treiberendstufen für
die 6 IGBTs.

6. Für die jeweils 2 IGBTs in einem Zweig ist eine gegen-
seitige Verriegelung vorhanden, die verhindert, daß
beide gleichzeitig eingeschaltet sind. Zwischen dem
Ausschaltsignal eines IGBTs und der Freigabe des
anderen im gleichen Strang verstreicht eine Verriege-
lungszeit von typisch tTD = 3 µs. (> tdoff des IGBT).

7. Die Nennspannung der Stromversorgung VS ist
+15 V. Die Toleranzen der Stromversorgung sind 14,4
bis 15,6 V. Die Stromaufnahme ist typisch 150 mA
(Bedingungen: Temperatur 85 °C, VS = 15 V, Leer-
lauf). Die gesamte Stromaufnahme ist eine Funktion
der Ausgangslastbedingungen, die von der Gatela-
dung der IGBTs und der Taktfrequenz abhängt. Mit
sechs 200 A-IGBTs bei 20 kHz und kleinem RG-Wert
von etwa 3,9 Ω kann die Stromaufnahme 600 mA
erreichen. Das Auftreten von Unterspannung wird er-
faßt, Grenzwert: +13 V. Bei Unterschreiten des Grenz-
wertes werden die IGBTs abgeschaltet. Es erfolgt eine
Fehlermeldung an Anschluß "ERROR 3". Überspan-
nung wird nicht überwacht.

8. Die Signalübertragung erfolgt potentialfrei mit Im-
pulstransformatoren. Isolationsprüfspannungen s.
Seite 1.
Die Version “H4" hat Visoli0 = 4,0 kVeff/1 min.

Die dv/dt-Festigkeit bei einem Spannungshub von 600
V zwischen Primär- und Sekundär-Seite ist ≥ 50kV/µs.

9. Ein- und Ausgangssignale sind CMOS-kompatibel.
Die Eingänge haben zur Störunterdrückung eine
Schmitt-Trigger-Charakteristik. Ein-Impulse unter
0,5 µs und Aus-Impulse unter 0,5 µs werden nicht
übertragen. Die Schaltschwellen am Eingang der Trei-
berschaltung betragen

VT
+ = min. 12,9 V bzw. VT

-= max.  2,1 V

10.Die maximale Taktfrequenz ist 100 kHz (MOSFET)
unter Beachtung von tTD = 3 µs und Schaltzeit des
MOSFET bzw. IGBT.

11.Betriebstemperaturbereich Tamb = - 25 °C bis + 85 °C.

12.Die typischen Zeitverzögerungen bzw. Laufzeiten der
Signale sind wie folgt:
Einschalten: (tdON + tTD)= 4,5 µs von Ein- zu Ausg.
Ausschalten: (tdOFF) = 1 µs von Ein- zu Ausg.
Fehler: (tdERR) = 1 µs von Fehlereing.

zu Fehlerausg.
(tdON+tmin+tdERR) = 5,5 µs von Eing.Signal bis

"ERROR"-Ausg.

13.Um die Ein- und Ausschaltgeschwindigkeit für
kleinere IGBTs (< 50 A) zu garantieren, sind interne
Gatewiderstände eingebaut (siehe Fig. 3). Für IGBTs
mit größeren Strömen können zusätzlich externe
Widerstände RG angebracht werden, um die Schalt-
geschwindigkeit den Anwendungsbedingungen anzu-
passen, diese sollen aber niemals kleiner als 3,9 Ω
sein.
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